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審 査 結 果 の 要 旨 
 

１.論文の評価 
申請者は非晶質酸化物半導体 In–Ga–Zn–O（IGZO）薄膜中の界面およびバルク欠陥の制御手法、それ

を通じたフレキシブル素子に向けた高品質薄膜の低温形成の研究を行ってきた。下記に示す実績により

研究の新規性や価値は対外的にも確認されており、博士（工学）の学位にふさわしい研究である。 
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２.審査の経過と結果 
（１）平成３０年７月４日 博士後期課程委員会で学位論文の受理を決定し、５名がその審査委員と

 して指名された。 
（２）平成３０年８月２４日 公開論文審査発表会及び最終試験を実施した。 
（３）平成３０年９月５日 博士後期課程委員会で学位授与を可とし、教育研究審議会で承認された。 


